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【手続補正書】
【提出日】令和2年11月11日(2020.11.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板処理システムのためのペデスタルであって、
　基板対向面、及び、その半径方向外側縁部の周りに環状ノッチを含むペデスタル本体と
、
　前記基板対向面の上に配置され、基板の半径方向外側縁部を支持するように構成された
環状バンドと、
　前記ペデスタル本体の前記基板対向面に規定され、前記環状バンドの半径方向内側に配
置された空洞であって、前記空洞は、前記基板の底面と前記ペデスタル本体の前記基板対
向面との間に空間を形成する、空洞と、
　前記ペデスタル本体を貫通して前記空洞と流体連通することで、処理中に前記基板の両
面における圧力を均一にする複数のベントであって、前記複数のベントは、各々、
　　前記ペデスタル本体の半径方向外側から半径方向内向きに伸びる第１ベント部分と、
　　前記第１ベント部分の半径方向内側端部から前記空洞まで垂直に伸びる第２ベント部
分と、を備える、複数のベントと、
　前記ペデスタル本体から離れて、前記ペデスタル本体上の前記環状ノッチ内に配置され
たリングと、
を備え、
　前記リングの底面は、前記基板の底面よりも下方にあり、
　前記リングの上面は、前記基板の上面よりも下方にあり、
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　前記リングは、誘電材料で形成されている、ペデスタル。
【請求項２】
　請求項１に記載のペデスタルであって、前記環状バンドは、４ｍｍ～１２ｍｍの範囲の
幅を有する、ペデスタル。
【請求項３】
　請求項１に記載のペデスタルであって、前記環状バンドは、５ｍｍ～９ｍｍの範囲の幅
を有する、ペデスタル。
【請求項４】
　請求項１に記載のペデスタルであって、前記環状バンドは、６ｍｍ～７ｍｍの範囲の幅
を有する、ペデスタル。
【請求項５】
　請求項１に記載のペデスタルであって、前記環状バンドは、２～３２の範囲の表面粗さ
（Ｒａ）を有する、ペデスタル。
【請求項６】
　請求項５に記載のペデスタルであって、前記表面粗さ（Ｒａ）は、２～２４の範囲であ
る、ペデスタル。
【請求項７】
　請求項５に記載のペデスタルであって、前記表面粗さ（Ｒａ）は、２～１６の範囲であ
る、ペデスタル。
【請求項８】
　請求項１に記載のペデスタルであって、前記環状バンドは、導電材料の表面上に形成さ
れた誘電体コーティング、コーティングされていない導電材料、コーティングされていな
い金属、および、コーティングされていない誘電材料からなる群より選択された材料で形
成される、ペデスタル。
【請求項９】
　基板処理システムのためのペデスタルであって、
　基板対向面を含むペデスタル本体と、
　前記基板対向面の上に配置され、基板の半径方向外側縁部を支持するように構成された
環状バンドと、
　前記ペデスタル本体の前記基板対向面に規定され、前記環状バンドの半径方向内側に配
置された空洞であって、前記空洞は、前記基板の底面と前記ペデスタル本体の前記基板対
向面との間に空間を形成する、空洞と、
　前記ペデスタル本体を貫通して前記空洞と流体連通することで、処理中に前記基板の両
面における圧力を均一にする複数のベントであって、前記複数のベントは、各々、
　　前記ペデスタル本体の半径方向外側から半径方向内向きに伸びる第１ベント部分と、
　　前記第１ベント部分の半径方向内側端部から前記空洞まで垂直に伸びる第２ベント部
分と、を備える、複数のベントと、
　前記ペデスタル本体から離れて、前記ペデスタル本体上の前記基板および前記環状バン
ドの半径方向外側に配置されたリングと、を備え、
　前記リングの上面は、前記基板の上面よりも上方に配置され、
　前記リングは、誘電材料で形成されている、ペデスタル。
【請求項１０】
　請求項９に記載のペデスタルであって、前記誘電材料は、アルミナ、窒化アルミニウム
、サファイア、石英、および、酸化シリコンからなる群より選択される、ペデスタル。
【請求項１１】
　基板処理システムのためのペデスタルであって、
　基板対向面を含むペデスタル本体と、
　前記基板対向面の上に配置され、基板の半径方向外側縁部を支持するように構成された
環状バンドと、
　前記ペデスタル本体の前記基板対向面に規定され、前記環状バンドの半径方向内側に配
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置された空洞であって、前記空洞は、前記基板の底面と前記ペデスタル本体の前記基板対
向面との間に空間を形成する、空洞と、
　前記ペデスタル本体を貫通して前記空洞と流体連通することで、処理中に前記基板の両
面における圧力を均一にする複数のベントであって、前記複数のベントは、各々、
　　前記ペデスタル本体の半径方向外側から半径方向内向きに伸びる第１ベント部分と、
　　前記第１ベント部分の半径方向内側端部から前記空洞まで垂直に伸びる第２ベント部
分と、を備える、複数のベントと、
　前記ペデスタル本体から離れて、前記ペデスタル本体の上に配置されたリングであって
、前記基板の半径方向内側かつ下方に配置された半径方向内側表面と、前記基板の半径方
向外側に配置された半径方向外側表面とを含むリングと、を備え、
　前記リングの上面は、前記基板の上面と平行であり、
　前記リングは、誘電材料で形成されている、ペデスタル。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のペデスタルであって、前記誘電材料は、アルミナ、窒化アルミニウ
ム、サファイア、石英、および、酸化シリコンからなる群より選択される、ペデスタル。
【請求項１３】
　請求項１に記載のペデスタルであって、前記誘電材料は、アルミナ、窒化アルミニウム
、サファイア、石英、および、酸化シリコンからなる群より選択される、ペデスタル。
【請求項１４】
　請求項１に記載のペデスタルであって、さらに、
　前記基板の中央を支持するために前記空洞内に配置された複数のピンを備え、
　前記ピンの上面は、処理中に前記環状バンドの上面よりも下方、平行、または、上方の
いずれかにある、ペデスタル。
【請求項１５】
　請求項１に記載のペデスタルであって、さらに、
　前記基板の中央を支持するための複数の突起を備え、
　前記突起の上面は、前記環状バンドの上面よりも下方、平行、または、上方のいずれか
にある、ペデスタル。
【請求項１６】
　請求項１に記載のペデスタルであって、前記環状バンドは、前記基板が処理中に前記環
状バンドと平行になるように、前記半径方向外側縁部に沿った前記基板の裏面を支持する
ように構成されている、ペデスタル。
【請求項１７】
　基板処理システムであって、
　処理チャンバと、
　前記処理チャンバ内に配置された請求項１のペデスタルと、
　前記処理チャンバ内に配置されたＲＦ発生器と、
を備える、基板処理システム。
【請求項１８】
　請求項１７に記載の基板処理システムであって、さらに、
　前記ペデスタル本体から伸張可能な複数の最小接触面積（ＭＣＡ）ピンと、
　前記ＭＣＡピンの上面が、前記環状バンドよりも下方、平行、または、上方のいずれか
になるように、処理中に前記ＭＣＡピンを伸ばすように構成されたコントローラと、
を備える、基板処理システム。
【請求項１９】
　請求項１に記載のペデスタルであって、さらに、前記空洞内で前記ペデスタル本体から
上向きに伸びる複数の突起を備える、ペデスタル。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６６
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６６】
　上述のように、ツールによって実行される１または複数の処理工程に応じて、コントロ
ーラは、他のツール回路またはモジュール、他のツール構成要素、クラスタツール、他の
ツールインターフェース、隣接するツール、近くのツール、工場の至る所に配置されるツ
ール、メインコンピュータ、別のコントローラ、もしくは、半導体製造工場内のツール位
置および／またはロードポートに向かってまたはそこから基板のコンテナを運ぶ材料輸送
に用いられるツール、の内の１または複数と通信してもよい。
　本発明は、以下の適用例としても実現可能である。
＜適用例１＞
　基板処理システムのためのペデスタルであって、
　基板対向面を含むペデスタル本体と、
　前記基板対向面の上に配置され、前記基板の半径方向外側縁部を支持するように構成さ
れた環状バンドと、
　前記ペデスタル本体の前記基板対向面に規定され、前記環状バンドの半径方向内側に配
置された空洞であって、前記空洞は、前記基板の底面と前記ペデスタル本体の前記基板対
向面との間に空間を形成する、空洞と、
　前記ペデスタル本体を貫通して前記空洞と流体連通することで、処理中に前記基板の両
面における圧力を均一にする複数のベントと、
を備える、ペデスタル。
＜適用例２＞
　適用例１に記載のペデスタルであって、前記バンドは、４ｍｍ～１２ｍｍの範囲の幅を
有する、ペデスタル。
＜適用例３＞
　適用例１に記載のペデスタルであって、前記バンドは、５ｍｍ～９ｍｍの範囲の幅を有
する、ペデスタル。
＜適用例４＞
　適用例１に記載のペデスタルであって、前記バンドは、６ｍｍ～７ｍｍの範囲の幅を有
する、ペデスタル。
＜適用例５＞
　適用例１に記載のペデスタルであって、前記バンドは、２～３２の範囲の表面粗さ（Ｒ
ａ）を有する、ペデスタル。
＜適用例６＞
　適用例５に記載のペデスタルであって、前記表面粗さ（Ｒａ）は、２～２４の範囲であ
る、ペデスタル。
＜適用例７＞
　適用例５に記載のペデスタルであって、前記表面粗さ（Ｒａ）は、２～１６の範囲であ
る、ペデスタル。
＜適用例８＞
　適用例１に記載のペデスタルであって、前記複数のベントは、
　前記ペデスタル本体の半径方向外側から半径方向内向きに伸びる第１ベント部分と、
　前記第１ベント部分の半径方向内側端部から前記空洞まで伸びる第２ベント部分と、
を備える、ペデスタル。
＜適用例９＞
　適用例１に記載のペデスタルであって、前記複数のベントは、
　前記ペデスタル本体の底部側から前記空洞に向かって軸方向に伸びる第１ベント部分と
、
　前記第１ベント部分を前記空洞に接続する複数の孔を含む第２ベント部分と、
を備える、ペデスタル。
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＜適用例１０＞
　適用例１に記載のペデスタルであって、前記バンドは、導電材料の表面上に形成された
誘電体コーティング、コーティングされていない導電材料、コーティングされていない金
属、および、コーティングされていない誘電材料からなる群より選択された材料で形成さ
れる、ペデスタル。
＜適用例１１＞
　適用例１に記載のペデスタルであって、さらに、
　前記基板および前記バンドの半径方向外側に配置されたリングを備え、
　前記リングの上面は、前記基板の上面よりも上方に配置され、
　前記リングは、誘電材料で形成されている、ペデスタル。
＜適用例１２＞
　適用例１１に記載のペデスタルであって、前記誘電材料は、アルミナ、窒化アルミニウ
ム、サファイア、石英、および、酸化シリコーンからなる群より選択される、ペデスタル
。
＜適用例１３＞
　適用例１に記載のペデスタルであって、さらに、
　前記基板の半径方向内側かつ下方に配置された半径方向内側表面と、前記基板の半径方
向外側に配置された半径方向外側表面とを含むリングを備え、
　前記リングの上面は、前記基板の上面と平行であり、
　前記リングは、誘電材料で形成されている、ペデスタル。
＜適用例１４＞
　適用例１３に記載のペデスタルであって、前記誘電材料は、アルミナ、窒化アルミニウ
ム、サファイア、石英、および、酸化シリコーンからなる群より選択される、ペデスタル
。
＜適用例１５＞
　適用例１に記載のペデスタルであって、前記ペデスタル本体は、その半径方向外側縁部
の周りに環状ノッチを備え、前記ペデスタルは、さらに、
　前記環状ノッチ内に配置されたリングを備え、
　前記リングの底面は、前記基板の底面よりも下方にあり、
　前記リングの上面は、前記基板の上面よりも下方にあり、
　前記リングは、誘電材料で形成されている、ペデスタル。
＜適用例１６＞
　適用例１５に記載のペデスタルであって、前記誘電材料は、アルミナ、窒化アルミニウ
ム、サファイア、石英、および、酸化シリコーンからなる群より選択される、ペデスタル
。
＜適用例１７＞
　適用例１に記載のペデスタルであって、さらに、
　前記基板の中央を支持するために前記空洞内に配置された複数のピンを備え、
　前記ピンの上面は、処理中に前記環状バンドの上面よりも下方、平行、または、上方の
いずれかにある、ペデスタル。
＜適用例１８＞
　適用例１に記載のペデスタルであって、さらに、
　前記基板の中央を支持するための複数の突起を備え、
　前記突起の上面は、前記環状バンドの上面よりも下方、平行、または、上方のいずれか
にある、ペデスタル。
＜適用例１９＞
　適用例１に記載のペデスタルであって、前記基板の前記半径方向外側縁部に沿った前記
基板の裏面は、処理中に前記バンドと平行である、ペデスタル。
＜適用例２０＞
　基板処理システムであって、
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　処理チャンバと、
　前記処理チャンバ内に配置された適用例１のペデスタルと、
　前記処理チャンバ内に配置されたＲＦ発生器と、
を備える、基板処理システム。
＜適用例２１＞
　適用例２０に記載の基板処理システムであって、さらに、
　前記ペデスタル本体から伸張可能な複数の最小接触面積（ＭＣＡ）ピンと、
　前記ＭＣＡピンの上面が、前記バンドよりも下方、平行、または、上方のいずれかにな
るように、処理中に前記ＭＣＡピンを伸ばすように構成されたコントローラと、
を備える、基板処理システム。
＜適用例２２＞
　適用例１に記載の基板処理システムであって、さらに、前記空洞内で前記ペデスタル本
体から上向きに伸びる複数の突起を備える、基板処理システム。
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